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【はじめに】 

我々は抗電界以上の三角波電圧を印加するパル

スポーリングにより、MEMSカンチレバー上のPZT
薄膜の圧電特性が向上することを報告してきた

[1-3]。前回まではパルスポーリングされた状態が
影響を受けにくい、小振幅条件によるアクチュエ

ータ駆動、あるいは加振に対するセンサ出力電圧

を評価したが、インクジェットヘッド、光スキャナ、

超音波センサへの応用に当たっては抗電界以上

での駆動が必須となる。 
そこで本研究ではユニポーラパルスポーリングし

たMEMSカンチレバー上のMPB組成 PZT薄膜
を、抗電界以上のユニポーラ駆動した際の変位

電圧特性を評価した。 
 

【実験】 

ゾルゲル法により厚さ 2mm 弱の MPB 組成 PZT
薄膜を形成し、MEMS 微細加工技術により圧電
マイクロカンチレバーを作製した。カンチレバー作

製後に 20-100V、1kHzの片側三角波電圧を印加
してパルスポーリングした。パルスポーリング後の

カンチレバー上 PZT薄膜の結晶配向性をX線回
折で評価するとともに、0-12Vでユニポーラ駆動し
た際の変位電圧特性から、見かけの圧電定数 d31

を見積もった。 
 

【結果と考察】 

フィッティングより見積もった c ドメインの体積分率
Vcはポーリング電圧 80V から 100V にかけて、急
上昇した。これに対応して、小振幅駆動時の変位

電圧特性から求めた|d31|は、ポーリング電圧と共
に上昇した（図 1(a)）。 
一方図 1(b)に示したように、0-12V でユニポーラ
駆動した場合の|d31|はポーリング電圧 80Vで最大
値を取った。パルスポーリングによって Vc が増大

した結果、ユニポーラ駆動時に起こる a から c ドメ
インスイッチングの寄与は減少し、ポーリング電圧

100Vの|d31|を減少させたと考えられる。 

0 20 40 60 80 100
40

60

80

100

120

Poling voltage [V]

|d
31

| [
pm

/V
]

 Uni-pulse↓
 DC↓
 Uni-pulse↑

0 20 40 60 80 100
100

120

140

160

180
 Uni-pulse↓
 DC↓
 Uni-pulse↑

d31,f=147 pm/V
e31.,f=10.4 C/m2

|d
31

| [
pm

/V
]

Pulse poling voltage [V]

(a)

(b)

 
Fig. 1. Piezoelectric constant |d31| as a function of 

pulse poling voltage obtained from actuation under 

(a) small signal (1 Vpp) and (b) unipolar actuation 

(0-12 V).  
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